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[はじめに]	  
我々は高効率・低コスト太陽電池実現を目指し、異種材料の接合形成を可能とする表面活性化ボンディング法

（SAB法）を用いて InGaP/GaAs/Si 3接合太陽電池の研究を行っている[1]。従来はGaAs基板上に結晶成長し
た InGaP/GaAs 2接合サブセル構造を Siボトムセル構造と貼り合わせた後に、研磨及びウェットエッチングを
用いてGaAs基板を除去し、3接合太陽電池を作製している。3接合太陽電池のコストを下げるためにはGaAs
基板の分離及び再利用の実現が必要不可欠である。我々はこれまでに AlAs を犠牲層として用いることにより
[2]、n+-Si上にGaAs太陽電池の形成及びGaAs基板の分離を行い、単接合太陽電池の作製に成功した[3]。今回
我々は、Si太陽電池上にGaAs太陽電池の形成及びGaAs基板の分離を行い、2接合太陽電池を作製した。 
[試料作製]	   
GaAs (100) 基板上にMOCVD法によりAlAs犠牲層(15 nm)、GaAs太陽電池
層(約 4 µm)を成長した GaAs 太陽電池エピ基板を使用した。同エピ基板と
n-on-p-Si基板をSAB法により接合した。接合面の面積は1.0 cm×1.2 cmであ
る。Fig.1に接合後の試料の層構造を示す。接合形成後、接合強度を強めるた
めに 300℃の熱処理を行った。GaAs基板を引き剥がす方向に機械的な負荷を
加えつつ（Fig.1の矢印方向）、HF系エッチャントを用いて常温でウェットエ
ッチングを行った。24時間程度のエッチングにより基板分離後、抵抗蒸着に
よりエミッタ電極(AuGe/Ni/Au)を形成し、2接合太陽電池を作製した。 
また比較用に研磨とH2SO4系エッチャントを用いて GaAs基板を除去し(従来方法)、2接合太陽電池を作製し
た。 
[特性評価] 
Fig.2にAM1.5G下で測定した電流-電圧特性の結果を示す。以前に同工程で犠牲層エッチングを用いて作製し
たGaAs単接合太陽電池(ref.1)[3]の開放電圧 0.85 Vと比べ、今回作製した 2接合太陽電池の開放電圧は 1.27 V
に増加した。Fig.3に分光感度測定の結果を示す。この結果からGaAs、Siの両サブセルが機能していることが
確認できた。どちらの測定結果からも犠牲層エッチングと比較用試料との特性に大差は見られなかった。 
以上の結果は、多接合太陽電池の作製にあたり、犠牲層エッチングによる基板除去は有用であることを示す。 
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